Streszczenie rozprawy doktorskiej pt. ,Optyczne wiasciwosci epitaksjalnych kropek
kwantowych zwigzkéw IlI-V na podtozu InP”.

Autor rozprawy: mgr inz. Aleksander Marynski
Promotor: prof. dr hab. inz. Jan Misiewicz

Samorosnace kropki kwantowe sg atrakcyjnym materiatem w kontekscie zaréwno badan
podstawowych, jak réwniez w konteks$cie zastosowan w réznych gateziach optoelektroniki. W
przypadku struktur wytwarzanych na podfozu InP mozliwe jest uzyskanie emisji Swiatta w
zakresie telekomunikacyjnym, stad tez potencjalne zastosowania badanych struktur jako
czesci aktywnych laserédw czy wzmacniaczy optycznych. Charakterystyczne wtasciwosci kropek
kwantowych, umozliwiajg réwniez wykorzystanie ich jako nieklasyczne Zrédta Swiatta, takie
jak zrédta pojedynczych fotonow.

Celem badar prowadzonych w ramach przewodu doktorskiego byto poznanie wtasciwosci
optycznych struktur z kropkami kwantowymi z InAs na podtozu z InP. Wtasciwosci te réznig sig
w zaleznoéci od uzyskanej morfologii, materiatu bariery wykorzystanego prze wzroscie
struktur czy gestosci powierzchniowej kropek kwantowych. Przeprowadzono badania, ktore
pozwolity na okreélenie wptywu czynnikéw takich jak parametry wzrostu czy rodzaj materiatu
bariery na poznanie wtasciwosci fizycznych oraz elektronicznych kropek kwantowych.
Wykonano pomiary optyczne zaréwno w kontekscie emisji i absorpcji ze zbioru kropek
kwantowych, jak réwniez prowadzono prace w obszarze pojedynczych kropek kwantowych.
Wykorzystano narzedzia spektroskopii optycznej takiej jak pomiary fotoluminescencji,
mikrofotoluminescencji, fotoluminescencji wzbudzeniowej, pomiary rozdzielone w czasie, a
takze eksperymenty magnetooptyczne. Interpretacja uzyskanych rezultatow zostaty wsparta
wynikami obliczen teoretycznych oraz danymi literaturowymi.

Wyniki zaprezentowane w rozprawie doktorskiej wnosza wktad w poznanie nowego typu
materiatéw jakimi sg kropki kwantowe InAs na podtozu InP zaréwno od strony podstawowych
wiasciwosci fizycznych, ale réwniez sg istotne z punktu widzenia potencjalnych zastosowan w

urzadzeniach optoelektronicznych.



